=IINSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

PAMIEC STATYCZNA RAM 1024 x 4 BITY

MCY 7114N

Uktad MCY 7114N jest pamigcig statyczna RAM zorganizowang w po-
staci 1024 sidw 4-bitowych. Na wspdlnych wejsciach i wyjéciach
danych zastosowano bufory tréjstanowe.
Pojedyncze 5 V zasilanie i poziomy napigé wejsciowych i wyjécio-
wych gwarantujq bezposrednig wspdlpracq z ukiadami TTL.

Pamigé wykonywana jest technologig NMOS z bramkg krzenowa i mon-
towana w 18-wyprowadzeniowej obudaowie plastikowej.
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Rys. 1. Rozkad i nazwy wyprowadzer.
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DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJINE

Napiegcie dowolnego .yprowadzenia

wzgledem USS

Moc rozpraszana

Temperatura otoczenia

W Cczasle pracy

Temperatura przechowywania

P
max

t

t

amb

stg

-0,5 + +7 V
1505 W

0 : 709¢C
~55-.21259¢

Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE (tamb =
=0 + 70°)
. Jed- Wartosé :
Warunki
Nazwa parametru Symbol gﬁi— s e SomiaLn
Napigcie zasilania UDD ' 4,75 15,25 | wzgledem USS
Praq ngéciowy. Uwe =0+ 5,25 V
(wej$cia sterujace) I HA - 10 Wesyatiie wéjécia
; po kolei
Prad uptywno$ci €S = 2,4V
wspélnych we/wy U 0 AV
danych I 1o |HA - 10 we/wy 2
do UDD
Pragd zasilania IDD mA - 100 Uwe = 5255 V
Iwe/wy = 0 mA
Napigcie wejsciowe
w stanie niskim U ) ~0’5_ 0,8 E
Napigcie wej$ciowe u N, 2 4 u
w stanie wysokim IH ) DD 2
Prad wyjsciowy: =
w stanie niskim ot S e o
Prad wyjsciowy =
w stanie wysokim Ton: M |2l | = LoH 2




Tabela 2. PARAMETRY POJEMNOSCIOWE (sprawdzane wyrywkowo)
Jed-
Nazwa parametru Symbol| nos- Wa;:zéé Warunki pomiaru
: tka 5
Pojemno$é wspél- Uwe/wy =0V £ = 1 MHZ
nych we/wy danych C .pF 5 2
I/0 tamb 25°C
Pojemnos¢ wejscio- Uwe =0V = 1 MH 7
wa (wejscia steru- : = 0
jace) b pE > amb = 22 C
WARUNKI POMIARU CZASOW CHARAKTERYSTYCZNYCH
Poziom sygnalu eréciuwego 0,8+ 2.4V
Czas narastania i opadania :
sygnalu wejsciowego : 10 ns
Poziom odniesienia na wyjsciu i wejsciu 155V
Obcigzenie wy]jsc 1 bramka T1L;
C, = 100 pf

L

Tabela 3. CZASY CHARAKTERYSTYCZNE. CYKL DDCZYTU (przy Jednoczeé—
nie wystepujacych stanach niskim CS i wysokim WE).

Jedno- :
Nazwa parametru Symbol stka Wartcéé

: : min. | max.

I 2 3 4 5
Czas cyklu odczytu tc(rd) ns 450 -
Czas dostepu od wej$cia
adresowego ta(ad) 0d = 450
Czas dostepu od wejscia
wyboru ta(CS) 1 T 120
Czas zablokowania wyj$cia
tré6jstanowego od wejscia
wyboru faisces) 02 = 109
Czas odblokowania szyny % 20
danych od wej$cia wyboru en(CS) 2k =




Tabela 3 cd.
1 2 3 4 >
Czas przetrzymywania.danych
na wyjsciu po zmianie sygna- % e 50 2
tu adresowego hold D :
Czas cyklu zapisu ‘tc(wr) ns 450 -
Czas trwania sygnailu WE tw(WE) ns 200 -
Czas zablokowania wyjscia :
tré6jstanowego od poczgtku %
sygnaiu WE : t4is(uR) 02 -t
Czas wyprzedzania sygnaiu :
danych przed koficem sygna-
tu WE trec D s 200 =
Czas przetrzymywania da-
nych na wyjsciu po zakor- t : e 0 -
czeniu sygnaiu WE hold D
o tc:.'rd
L_ Yaica; 3 telwr ) 2
I ' : '
' I\
RE / .
"DEL X sy /-
|
. v - I |
ERNARANS &2 N /;;;/7/-
taics) | tdis(cs; tw (WE)
t t
; | ‘en(CS) hold D} |
WEJSCIE DANYCH =
N WE :5\\ N 7Z :
Cykl ,0dczyt” Tdis(WR)
AENEVENSNENENEN
5 T : ¢
recD hold D
Cykl ,Zapis”
Rys. 3. Charakterystyki czasowe



- SE
— Te) [
L:?-!r——" f n ! l 1
=l B L N _[
olil s 1 T |
IS | l l
< ral/aVaVat |
RN !
o b=0254 e=254 Zmax=1,27 c=025 Iﬂ_
Te) - Do oy !
CE Dinax = 2286 : | | cy=762
g > > = -
-

Rys. 4. Obudowa ukladu MCY 7114N
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